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Nous présentons les resultats préliminaires pour l'integration d'une source ICL eémettant a 4 um sur une plateforme SiGe par la méthode du
micro transfer-printing. Des simulations du couplage du laser avec le guide SiGe accompagnent les premieres avancees technologiques
concernant Uintégration d’une structure émettrice en matériaux antimoniures au sein du circuit integre SiGe.
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L'ICL combine les
avantages des lasers
interbandes
conventionnels et des
lasers a cascade
quantique (QCL):

L'utilisation de puits
quantiques en
cascade permet le
recyclage des charges
injectées.

Les transitions
interbandes exploitées
permettent une
densité de courant de
seuil plus basse que
celles observés pour
les QCLs.
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La methode d’intégration: Micro transfer-
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provenant de
plusieurs sources
peuvent étre
transférés vers la
méme cible.
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Le laser est en couplage évanescent vertical avec le guide
SiGe. Dans la zone de couplage un taper est formé afin de
permettre le couplage adiabatique vers le guide SiGe.
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La forme et la longueur
optimales du taper ont été
calculées selon le critere
d'adiabaticité défini dans
une étude de Sun et al. [4].
Des simulations de
propagation de modes ont
montré un couplage de 87
% pour un taper de 80 um.
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SO1) Si (100) (111) KOH or TMAH .
GaN on Silicon Si(100) (111) KOH or TMAH cou pons a base
de GaSb est un
GaAs AlGaAs HF or HCl T
procede nouveau.
GaAs InAIP HCI )
Une étude est
InP InGa(Al)As FeCl3 or H3PO4:H202 ,
menée sur la
InP (InGaAs) InP HCI ,
procedure de
Liste des plateforme matures pour le procédé de MTP libération du
(Xceleprint)
coupon.

’étape de sous-gravure a pu étre validee sur la base d’'une
simple hétérostructure InAsSb (couche sacrificielle)/GaSb.
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En utilisant une solution d’acide citrique et de peroxyde
d’hydrogene, la sélectivité s’avere suffisante pour libérer
des membranes de quelques dizaines de micrometres de

1] Tournié et Cerutti. Mid-Infrared Optoelectronics: Materials, Devices, and Applications. 2020.

2] Guo et al « SWIR GaSb Photodiode Integration on Si Photonics through Micro-Transfer-Printing ». 2023.

(3] Ben Bakir et al “Electrically driven hybrid Si/lllI-V Fabry-Pérot lasers based on adiabatic mode transformers,” 2011.
4] Sun et al « Adiabaticity Criterion and the Shortest Adiabatic Mode Transformer in a Coupled-Waveguide System ». 2009.
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Coupon de silicium transféré sur une couche d’adhésif
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Afin de concevoir les geométries de colonnes, mais aussi de valider les
étapes de MTP, une etude prellmlnalre est menée sur un empilement
simplifié Si/SiO2. Aie

Coupon de silicium suspendu sur
des colonnes en résine (E)

Les premiers transferts ont
eté réalisés sur des
surfaces recouvertes d'une
couche de 150 nm
d'adhésif. Une trentaine de
structures ont pu étre
transférées simultanément.
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